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KIRJALLISUUDEN JA MUISTIINPANOJEN KAYTTO KIELLETTY

)(. Fysikaalisessa kaasufaasipinnoituksessa (PVD) muodostettavien pinnoitteiden
vy6hykemallit. Selitd pinnoiterakenteiden vy6hykemallit termisen hoyrystyksen ja
sputteroinnin tapauksessa. Selitd ndiden keskindiset erot ja syyt mahdollisiin eroihin.

2. Seosten terminen hdyrystdminen ja sputterointi — mahdolliset ongelmat ja keinot ratkaista
ne néissd kahdessa eri tekniikassa. Piirrd skemaattisesti seosten hdyrystyksen tapahtuma
eri komponenttien osapaineiden osalta ajan funktiona. Edelleen piirrd skemaattisesti
seosten sputterointi-ilmio / eri komponenttien sputteroitumisvuot.

3. Magnetron-sputteroinnin periaate verrattuna diodi- ja rf-sputterointiin.

X/ Selitd mité tarkoitetaan hehkupurkauksella (glow discharge) ja miten sitd voidaan
hyddyntdd ohutkalvopinnoitusprosesseissa?

5. Selitd yleisimmit PVD-tekniikalla valmistetut ohuet kovapinnoitteet, niiden tyypit ja
ominaisuudet. ‘N '-“( , Ti v-M T
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6. Kemiallisen kaasufaasipinnoituksen (CVD) reaktiotyypit. Anna esimerkkejd néista.
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